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１．概要（Summary）： 

In 添加量 3ML（Mono Layer）と 4ML の自己成長

InAsリング基板に図１のようなAl のリード電極を作

製し、希釈冷凍機を用い低温での微分抵抗を確認し、

試料の性質を理解した。 
２．実験（Experimental）： 
【利用した主な装置】 
原子間力顕微鏡、走査型電子顕微鏡、電子ビーム描画

装置、高真空蒸着装置など 
【実験方法】 

金電極、レジストレーションマーク、カットマーク

作製 → アドレスマーク作製 → AFM 装置を用いた

自己形成 InAs量子ドットの表面観察 → Al 配線作製

→ 絶縁膜作製 → エッチング → Au ゲート配線作

製 → ワイヤボンディングの手順で以下のような試

料を作製する。 

 
図１ 今回作った自己成長 InAs の試料模式図 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 
3ML,4ML ともに超電導の性質を示す微分抵抗の減

少があったものの、3ML の方は 1.3K から微分抵抗の

減少がなくなっており、超伝導ギャップも Al の約 2
倍程度であった（図２）。4ML の方は 2.5K まで微分

抵抗の減少が存在しており、超伝導ギャップも Al の 4
約倍程度であった（図３）。これらの超伝導ギャップ

の大きさ、転移温度から推察するに、3ML は低温で

も常伝導、4ML は超伝導の振る舞いを見せることが

分かった。 

 
図２ 3MLの微分抵抗-ソースドレイン電圧のグラフ 

 
図３ 4MLの微分抵抗-ソースドレイン電圧のグラフ 
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